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１．はじめに 

我々は， GaN層表面の Si系化合物による汚染について検討を進めてきた．これまでの検討で，

GaN 層は大気暴露すると Si 系化合物に汚染され，加熱を行うと Si-N 結合を形成することが明ら

かとなった．また，GaN層表面に吸着した Si系化合物の除去を目的とした化学エッチングについ

て検討を行った結果，この Si 系化合物はバッファードフッ酸(BHF)により効果的に除去出来るこ

とを確認した[1]．今回は，BHF処理によるフッ素成分の残留に関して調査を行った． 

２．実験方法 

検討に用いた GaN 層は，マグネトロンスパッタ法にて作製した．大気暴露した GaN 層を室温

のバッファードフッ酸(BHF)にて５分間浸漬し，純水にて充分に水洗を行った後乾燥させた．GaN

層の表面状態は，X 線光電子分光法(XPS)を用いて分析した． 

３．実験結果 

 Fig.1は，BHF処理後における GaN層表面の XPS F 1sスペクトルである．通常，我々が使用す

る XPS ナロースキャンモードの分析条件を変更し，光電子の検出感度を上げることで Fig.1 に示

す F1sピークを得た．通常，F1sスペクトルは約 686 eV 付近にピークが現れるのに対し，本実験

で得られたピークは低エネルギー側にピークを持つ．この F1s スペクトルを波形分離した結果，

686 eV 付近の F原子と 684 eV付近の F―Ga結合のピークに分離することが出来[2]，BHF処理に

より F―Ga 結合が形成されることが明らかとなっ

た．尚，詳細については当日報告する． 
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   Fig.1 XPS F 1s spectrum of GaN 

layer after BHF etching. 
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